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der dünnschichttransistor (engl. thin film transistor tft) zählt zu den bedeu-
tendsten Bauelementen der halbleitertechnologie und bildet den Grundbaustein 
moderner, hochauflösender flachbildschirme. seine funktionsweise ist vergleich-
bar mit einem schalter, der durch eine aktive ansteuerung den leuchtzustand des 
Bildpixels bestimmt.

durch die rasante Weiterentwicklung der elektronik steigen jedoch die  anforde-
rungen an die Bauelemente hinsichtlich ihrer schaltgeschwindigkeit. neuartige 
Materialsysteme auf Metalloxidbasis bieten hierfür angesichts leistungsfähigerer 
elektronik bei gleichzeitiger ökologischer, ressourcensparender und ökonomischer 
herstellung zukunftsorientierte lösungen. Metalloxide weisen außerdem eine 
hohe optische transparenz auf, aufgrund der die erschließung neuer und inno-
vativer anwendungsgebiete im Bereich der transparenten displays erstmalig er-
möglicht wird. hiermit kann die  Wahrnehmung des Betrachters virtuell erweitert 
werden und z.B. in der Medizintechnik als unterstützung des chirurgen während 
einer Operation herangezogen werden.

für die alltägliche anwendung ist insbesondere der zuverlässige Betrieb von 
Metalloxid-tfts entscheidend. dieser wird allerdings durch anlagerung von Ga-
sen, im wesentlichen sauerstoff und Wasser, aus der umgebenden atmosphäre 
gestört. Zum schutz des Bauelementes gegen diese einflüsse wird der transistor 
mittels atomlagenabscheidung mit aluminiumoxid, das praktisch vollkommen 
transparent ist und eine äußerst dichte Gasbarriere bildet, verkapselt. die verkap-
selung ist jedoch häufig mit einer unerwünschten veränderung der elektrischen 
charakteristika verbunden.

eine detaillierte  analyse ergab, dass während des verkapselungsprozesses auf 
Basis der etablierten Methode der atomlagenabscheidung eine chemische reak-
tion stattfindet, bei der sauerstoff aus dem Metallverbund des halbleiters entfernt 
wird. dies führt zu einem enormen anstieg der leitfähigkeit, so dass das Bauele-
ment als schalter nicht mehr genutzt werden kann. für die Wiederherstellung der 
charakteristischen tft-eigenschaften muss daher eine nachträgliche thermische 
Behandlung durchgeführt werden. dieser zusätzliche Prozessschritt ist jedoch mit 
einer ökonomischen herstellung nicht konform.

daher wurde eine alternative strategie zur verkapselung entwickelt.

hierzu wurde das verfahren der konventionellen atomlagenabscheidung durch 
hinzugabe von Ozon, das sehr reaktionsfreudig und stark oxidierend wirkt, modi-
fiziert. diese änderung führt zu einer unmittelbaren reoxidation des Metalloxids 
und verhindert die entstehung eines sauerstoffdefizits. somit  bleiben die charak-
teristischen transistoreigenschaften erhalten und eine weitere nachbehandlung 
ist nicht mehr notwendig.

dieser vereinfachte Prozess erfüllt sowohl die anforderungen an eine kostengüns-
tige und effiziente Produktion, als auch die herstellung einer langjährigen und 
dauerhaft undurchlässigen Gasbarriere.

abbildung: schematische darstellung eines verkapselten transistors. die verkap-
selung verhindert die anlagerung von Gasen aus der umgebenden atmosphäre.

KurZfassunG der BachelOrarBeit 
vOn niKOlai BaBin
einfluss einer aluminiumoxid-Verkapselungsschicht auf die elekt-
rischen eigenschaften des Zinkzinnoxid dünnschichttransistors


